Anwendungscode
Gecbie Kiima-Kisswe
Kissss n. DIN 40040 - 7
K EJE]C c3
ERP-Ber. Nr.: 8
Datum - 2‘ E]
1. Eigenschaften
1.1 Mechanische Ausfuhrung
1.1.1.  Gehauseart JEDEC TO 39/DIN
1.12. Gehausewerkstoft: Metall
1.1.3. Gehauseobertiache:
1.1.4,  AnschluBldrahte lotbar vzin/vgol
1.2 Grenzwerte
1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung:
1.22. Kollektor-Emitter-Spannung:
1.23. Emitter-Basis-Spannung:
1.24. Kollektorstrom:
T1.2s Verlustieistung:
1.26. Temperaturbereich (Lagerung):
1.27. Sperrschicht-Temperatur:
1.2.8. Lottemperatur:
1.3. Kennwerte bei 25°C
1.3.1.  Kollektor-Reststrom:
1.3.2. Emitter-Restistrom:
1.3.3. Grenzirequenz:
1.3.4. Gleichstrom-Verstarker-Faktor:
1.3.5. Wechselstrom-Verstarker-Faktor:
1.3.6. Kollektor-Sattigungsspannung:
1.3.7.  Basis-Sattigungsspannung:
1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat:
139 Emitter-Sperrschicht-Kapazitat:
1.3.10. Warme-innenwiderstand:
1.3.11. Wadrmewiderstand:
13.12. Ausgangsleistung
13.13. Leistungsverstdrkung

| ransisior
NPN-Silizium

TRW

PT3504 NfN Nicht for 53
e Neukonstr, -
, : 1977 o
7 . i &\:’\
I w1 1 —— :
: 7 . ()/JG;‘,\ ‘ l
7V D/
’ . 023
L) 7 ~ b6 127 |
. ‘ min I
i
Kollektor mit Gehduse verbunden ‘
Fo‘rmel- Wert MeRbedingung
zeichen
Ucso 40 V|t = °C
UCEO 25 Vv g, = °C
Ueso 3 Viit= °c
e 0,75 Al g, = °oc !
Pyot 5 w ﬁG = 25 °C
itg -65°bis+200°C
0, +200 °C
) +245 °C |t 5
icso £ 100 1] A Ueg= 15 " V
Icso - Al Upg=— Vo,= — °C
leso - A | U = v
'T”ﬂ — Hz UCE = — V, 'C = —_ Af= — MHz
B 15 bis 100 Uce= 15 V.ic = 50m A
hh —_— UCE = __ Vv, IC = — Af= -_— KHz
Ucksor e v e = — Alg= — A
Ucksar - Vil =— Alg= — A
UBEsot — Vil = — Alg= — A
Ccs =10 PF | Usg =15 Vilg= 0 Af= 140 KHz
Ces - pF Upp= — Vilg= — Af= — MHz
Ring 35 C/ W
Ry - “C/mW
Fo 21,5 W } Uog =15V, P = 210 mW,
Veo 2 85 dB f= 150 MHz , M Z 50°/%



: ~ Transistor
NPN-Silizium \

Anwendungscode t oo , 53

Gertte]  Xiima-Kiaves I — N \H:\ Nicht far, ¢ \/ c
o - PT3§03 ‘ | «'euﬁons?r.1 .

K |E|E]|F ¢ -y ' N pe—13,9—»
ERP-8er. Nr.: B l e : :
Datum : - . - . _L
N €< /——]F' @ K
-]
1. Eigenschaften ) d
1.1 Met:hamsche Ausfihrung \8,32UNC-ZBTHD
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC TO 117 /DIN ;
1.1.2. Gehausewerkstoff: 9,1° B
113,  Gehauseoberfiache: Kunststoff o __l l:——l 5 | 98 le—
1.1.4.  AnschluBdrihte 16tbar vzin/vgol ! , 3
Formel- Wert MeBibedingung
1.2, Grenzwerte zeichen
1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucro 40 v By = °C
1.2.2.  Kollektor-Emitter-Spannung: Ucto 25 v By, = °C
1.2.3.  Emitter-Basis-Spannung: Ueso 3 \ By = °c
1.2.4.  Kollektorstrom: le 0,75 A = °C
1.2.5. Verlustleistung: Pior 10 w 0g=-25 °C
1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung): i -65°bis+200 °C
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur: i) +200 °C
1.2.8. Loéttemperatur: W +245 °C t<s 5 s
, BeO 5N 9625 Teil 2
13. Kennwerte bet 28°C ‘GIFTIG) BEACHTEN |
1.3.1.  Kollektor-Reststrom: Icso T100p A | Ug=15 V
' lcso - A | Yz = Vidy = — °C
1.3.2.  Emitter-Reststrom: leso —_ A Ugpg= — V
1.33. Grenzfrequenz: 171 _ Hz U= — Viig= —~ Af= - MHz
1.3.4.  Gleichstrom-Verstarker-Faktor: B 15 bis 100 Ug= 15 V,ic = 50m A
1.3.5. Wechselstrom-Verstarker-Faktor: Nieg — Ugz= — Vg = —— Af= — KHz
1.3.6. Kollektor-Sattigungsspannung: Ucegor —_ v lc = —~ Alg= —~ A
' Ucesor - Vil = — Alg= — A
13.7. Basis-Sattigungsspannung: Useq: — v le = — Alg= — A
1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs < 10 pF Ug=15 V= ¢ Al= 140 KHz
1.3.9.  Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces —_ pF Ugg= — Vig= - Af= _ MHz
1.3.10. Wairme-Innenwiderstand: Ring 17,5 ¢C/ W
1.3.11. Waérmewiderstand: Ry — “C/mw
1.3.12. Ausgangsleistung Po T 25 W } Ueg = 15V,R = 200 mW
13.13. Leistungsverstdrkung Vpo ¥ 10 dB = 150 MHz,T| z 55¢/,

1.4 Ubrige elektr Werte nach Tid - Datenblatt
1.5 Zubehorteile  Zym Lieferurfang gandrt eine Sechskantauttsr

1.6 Vorsicht : pigses Bauteil enihdlt 2arylliue-Oxid dossen Staub jiftig ist. Sofern die Berylliua-Oxid-Xeraaik
nicht beschidigt vird ist das Tail ungefanriich,

1.7 Lieferart :  Schutaverpackt qegan 3eschidigung




——m
Anwendungacode
Gerate -Klime-Klases
Kiaseo n. DIN 40040 -
KIEIELC C
‘ERP-Ber. Nr.  — P
Catume - - )
E
1. Eigenschaften )
1.1. Mechanische Ausfiihrung
1.1.1.  Gehéauseart: JEDEC /0-39/DIN
1.1.2.  Gehéausewerkstoff: tetall
1.1.3. Gehauseoberflache:
1.1.4. AnschluBdrahte I6tbar vzin/vgol
1.2. Grenzwerte
1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung:
1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung:
1.23. Emitter-Basis-Spannung:
1.2.4.  Koilektorstrom:
1.2.5. Verlustleistung:
1.26. Temperaturbereich (Lagerung):
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur:
1.28. Léttemperatur:
1.3. Kennwerte bei 25°C
1.3.1. Koilektor-Reststrom:
1.3.2. Emitter-Reststrom:
1.3.3. Grenzfrequenz:
1.3.4. Gleichstrom-Verstarker-Faktor:
1.3.5. Wechselstrom-Verstarker-Faktor:
1.3.6. Kollektor-Sattigungsspannung:
1.3.7. Basis-Sattigungsspannung:
1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat:
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitat:
1.3.10. Warme-innenwiderstand:
1.3.11. Warmewiderstand:
1312 Ausgangsteistung - *)

lransistor
NPN -Silizium

N

"TRW PT41%6A (=
318" N 3 1970
o, o & 929 I3
e, 3 3 3
N
R P —a
0
f r Nicht Ror
/} . ___,472/ l N{r Meukonstr,
- £35t425
V6663t mal
YD Klemstmal’
Fo.rmel- Wert MeBbedingung
zeichen
Ucso 40 VId= °Cc
Uceo B Vid= °C
UEBO 4 \ ﬁu = °C
e 97 A | b= °C
Pior 5 w 0 = 25 °C
o -65C tus +200 °C
i M7
ih 245 cC t= 5 s
lczo — A | Ucs v
lcso — A | U= V., = °C
leso - A | Ve = v
f1/fy - Hz | Uce = Ve = Af= MHz
B 5 bis 120 Ug =725 V,Ic =50 mA
Pie - Uce = Vilg = At = KHz
Ucesar - Vil = Alg = A
Ucksar - v Ic = Alg = A
Ugksar - Vil = Alg = A
CCS — pF UCB = V. IE = A,t = MHz
CES — pF UEB = Vv, IC = Af = MHz
RinG S 35 °c/mw
Ry — SC/mW
A, 00 mW | Yges 10 YV Fne« 20 mWFs 88 e



7

Transistor N
NPN-Siliziam _TRW 1770
Anwendungacode _;‘.2.4_06;)) 53
Geréte Kiims-Kiasse L o PT4196 c 0,355 §§
Kiasse{ n.DIN4o0w0 | i " £ )
| KJEJE{F e NN Q
p—— - C~ :'\\ T ) Daiicastr, §§| ?n -\\&‘
-~ ™ '
‘__—_DM. — B 31}57 c 8 M H of ‘3'7:1
. @ 44 .{__ -
1. Eigenschatten
1.1. Mechanische Ausfihrung 15 o i@"
1.1.1.  Gehiuseart: JEDEC /0-77/DIN : 2072
1.1.2. Gehidusewerkstoff: Kunsistoft |[ | _{ 23_972)
1.1.3. Gehéuseoberﬂéd?e: ‘ Nom 4067 2957 16rcBtman
1.1.4.  AnschluBdréahte 16tbar vzin/vgol ——--9:53,)——- ZW r",;, 45 JARlernstma
Formel- Wert MeBbedingung
1.2 Grenzwerte zeichen
1.21.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucso 40 v b = °C
1.2.2. Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo 8 \" 8, = °C
1.2.3. Emitter-Basis-Spannung: Ugso 4 V| &= °C
1.2.4. Kollektorstrom: Ic % A 9 = °C
1.2.5.  Verlustleistung: Prot 25 - W la,= 25 °C
1.26. Temperaturbereich (Lagerung): 0, ~65°C bis +200°C
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur: ¥ 200 °cC
1.2.8. Lottemperatur: I 245 °C | = 5 s
l.—éeo 5N 9625 Teil 2
13. Kennwerte bei 25°C (GIFTIG) BEACHTEN
1.3.1.  Kollektor-Reststrom: Icao - A | Ug v h
‘ Iceo - A | U = V., = °C
1.3.2. Emitter-Reststrom: lego —_ A Uegg v
1.3.3. Grenzfrequenz: fi/tg - Hz Uce Vil = Af = MHz
1.34. Gleichstrom-Verstirker-Faktor: B 5 bis 120 Ug= 0 V.ic = 700 mA
] 135. Wechseistrom-Verstarker-Faktor: hte - Uce Viic = Atf= KHz
1.36. Kollektor-Sattigungsspannung: Ucktsat - v Ic = T A lg = A ‘
Uctsat - Vil = -~ Alg= A
1.3.7. Basis-Sattigungsspannung: Uggsat —_ v e = Alg = A
1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs —_ pF Ucs = Vg = Af= 7 MHz
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitit: Ces —_ pF Ugg = V.ic = At = MHz
1.3.10. Warme-Innenwiderstand: Ring £ 70 °c/mw
1.3.11. Wérmewiderstand: Reny — °C/mW
132 Ausgangslesstung: ™ A, 4 W\ Ue= 10 VA= 15WF~ 88 /ihz
1.4 Hinweis fir Montage : Befestigung nur mit Orehuossatanschidssel ! Max. Anzugsdrshsoaent: 7 ca kp
1.5  Bemerkung [Diese [ransistor ist ein Teil des Transistorsatzes PXT 4196 (5L.5512.202.€5)
1.6 Vorsicht : Disses Bauteil snihilt Beryllisa-Oxid dassem Stawd giftig ist. Sofern die Beryllius-Oxid-Kerasik
nicht beschidigt vird ist das Tail ungefihriich,
1.7 Lieterart: Schytzverpackt ;jegsn Beschidiqung




-/ Transistor
npn-Silizium

\_

TRW

1.1

1.1.1.
1.1.2,
1.13.
114,

1.2,

1.2.1.
1.22.
1.23.
1.24.
1.25.
1.2.6.
1.27.
1.28.

1.3.
1.3.1.

13.2.
1.33.
1.34.
1.3.5.
1.3.6.

13.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.42.

13.13.
1.4

1.5

1.6

1.7

C

1370

Eigenschaften

Mechanische Ausfihrung
Gehauseart: JEDEC 707//#/DIN
Gehausewerkstoff:
Gehdauseoberfliche:

AnschluBdrahte 16tbar vzin/vgol

Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung:
Kollektor-Emitter-Spannung:
Emitter-Basis-Spannung:
Kollektorstrom:
Verlustlgistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschicht-Temperatur:
Lottemperatur:

Kennwerte bei 25°C
Kollektor-8 asis=Durchbrachspannung
Kollekter-Emitter- Durchbruchspamnung
Emitter-Bas /s-Ourchbruchspannung
Grenzfrequenz:
Gleichstrom-Verstarker-Faktor:
Wechselstrom-Verstérker-Faktor: -
Koltektor-Sattigungsspannung:

Basis-Sattigungsspannung:
Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat:
Emitter-Sperrschicht-Kapazitat:
Wirme-lnnenwiderstand:
Warmewiderstand:
Ausgangsieistung

PT4304 A

Nicht for 53
. Nf Neukonstr. L‘."—'—
;.5: I 1 A __Kollektor :
A -2.1% - -
~143 *( g ;
0.5 max : »
; e oss e Emitt - 12,7 =y '
[N l l‘ﬂ | N : r__ ;
, ‘ln \\ [ & ' .{ %
N\, ——— e - - - ) ra e e e e "
' - 2 : 5
T °l i 0.76 & i I
?:‘i < & sé:g.‘ncdez A : Erutter ;
3.04 I
2.78 // m ?
TO-117 Basis !
Formel- Wert MeBbedingung
zeichen
Ucso 55 Vv | 9= °c
Uceo 3% v |d-= °c
Ueso 35 v o= °c
Ic 0425 A | 9, = °C
Prot 50 w | o= 25
95 -65—+200 °C
o #200 °C
$ °C |t s . - .
| '_Be_o 5N 9625 Teil 2
(GIFTIGM BEACHTEN
3
BVC” fj y IC = '/,0”1‘
BVego 35 VYV |l = 20mM8,= °C
1777 385 V|t = G1m4A
f]'/fﬁ Hz UCE = V, lc = Atl= MHz
B Uce = Vi = A
hfu 20..... 200 UCE = 5V, lC = 5'0 mA, = KHz
UcEsat vV i = Alg = A
Ucksat Vil = Alg = A
Ugksat v e = Alg = A
Ccs pF Ucp = V.lg = Af= MHz
Ces pF Ugg = Viilg = A f= MHz
Ring 35°Cc/ W
Rihu °C/mW
P. O. min. 500 mW | Uegp= 24V, Pi,,= F0mW; f= 470 MHz

Anzugs - Drehrmoment fur Befestigungsrutter :

Ubrige elektr. Werte nach

Zubehorteile

1 Befestigungsmutter gehdrt zus Lieferunfang

7cmkp  max.

Vorsicht : Dieses Bauteil enthdlt Beryllius-Oxid -dessen Staub giftig ist. Sofern die Beryllium-Oxid-Keramik
qicht beschidigt wird ist das Teil ungefihrlich.

Lieferart:

Schutzverpackt gegen Beschadigung




~ Transistor
Silizium

npn-

\‘\___

TRW

1.1.

111
1.1.2
1.1.3.
1.1.4,

1.2

1.2.1.
1.2.2.
1.23.
1.24.
1.25.
1.2.6.
1.27.
1.2.8.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.
1.33.
1.34.
1.3.5.
1.3.6.

137.
1.3.8,
1.3.9.
1.3.10.
1301,
1.3.12

13.13.

1.6

1.5

1.6

1.7

PT%30G B

-
! NF Nicht fir | |e— 327‘2-’ 53
. ANEUN Neukonstr, ' 1397 max >
¢ 1970 355 - c
¢ .S max
8 ' © 8/37UNC-2A
E. <
) - A
- <
Eigenschaften o~
Mechanische Ausfihrung *__'2,92 ¥
Gehiuseart: JEDEC TQ129/DIN 3,68
Gehéusewerkstoff: PR IA) S
Gehauseoberflache: 279 | 11,68
AnschluBdrihte 16tbar vzin/vgol 33 5,08 .
— — 584 M2:1
Fo.rmel- Wert MeBbedingung
Grenzwerte zeichen
Kollektor-Basis-Spannung: Ucso 55 v | b= °C
Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo 35 VvV | 8= ®
Emitter-Basis-Spannung: Ugso 35 VvV |8, = °c
Kollektorstrom: le w0 Al B = °C
Verlustleistung: Piot 10 W | 9, = 25°C
Temperaturbereich (Lagerung): O, -65~-+200 °C
Sperrschicht-Temperatur: 9 +200 °C
Lottemperatur: , ' o) °C t=s s
) BeO 5N 9625 Teil 2} .
Kennwerte bei 25°C (GIFTIG)] BEACHTEN
Kollektor-Basis-Durchbruchspannung | B¥. g0 55 vy le = 2,0md
Kollektor-Emitter- Durchbruchspamund  BVcgo 5 v e = 50mi9,= °c
Emitter-Basis - Durchbru chspannung BVego 35 v lg = 0O2mA
Grenzfrequenz: fi/tg Hz Ucg = Ve = At = MHz
Gleichstrom-Verstarker-Faktor: 8- Ucg = Viic = A
Wechselstrom-Verstarker-Faktor: h¢q 20....200 Uce= F92V.ic = 490mA,l = KHz
Kollektor-Sattigungsspannung: Ucksat v le = Alg = A
. Ucgsat v le = Alg = A
Basis-Séttigungsspannung: Ugksat v Ic = Alg = A
Koliektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs pF Ucg V. lg = Af= MHz
Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces < Ugg = Ve = At = MHz
Waérme-innenwiderstand: Ring 435°C/ W
Wirmewiderstand: Rihu °C/mwW
Ausgangsteistung pP.oO. min. 2 W | Ug= 24V, P, = 300ml; F= 47011l
Anzugs - Drehmoment  flr Befestigungsmutter : 7 cmkp max

Ubrige elektr. Werte nach

Zubehorteile

1 Befastigungssutter gehdrt zus Lieferuafang

Vorsicht : pjeses Bauteil enthdlt Beryllius-Oxid dessen Staub giftig ist. Sofern die Berylliun-Oxid-Keramik
nicht beschadigt wird ist das Teil ungefihrlich.

Lieferart :

Schutzverpackt gegen Beschidigung



1.1

1.1.1.
112
1.1.3.
1.1.4.

1.2,

1.2.1.
122
i.23.
1.24.
1.25.
1.2.6.
1.27.
1.28.

13.
1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.
1.34.
1.3.5.
1.3.6.

1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
13.11.
1.3.12

13.722.
1.6

1.5

1.6

1.7

TRW

npn-Silizium
PT 43 04, C N H\, Nicht for 4—3%7:)—— S3
v Meukonstr, g 113,97 max -]
C 1970 A28 4. * |
5 _@Z 0.3 e 198 max c
E i
* || ] ey J '\
. i A E-——-—-l—-SL-E 22
Eigenschaften / ~ e
Mechanische Ausfiihrung — * 292 | Y
— >
Gehduseart: JEDEC 70 729/DIN 3,68 g
Gehausewerkstoff: 7 S
Gehauseoberfliche: 279 | 11,68 =
AnschiuBdrahte l6tbar vzin/vgol 33 5,08
—> [€— 584 M2:1
Formel- Wert MeBbedingung
Grenzwerte zeichen
Kollektor-Basis-Spannung: Ucso 55 Vv By = °C
Kollektor-Emitter-Spannung: Uceo 35 vV ¥ = " °C
Emitter-Basis-Spannung: Ugso 35 v | o= °C
Koilektorstrom: Ic 20 A | 4, = °C
Veriustleistung: Piot 20 W | 9,= 25 °C
Temperaturbereich (Lagerung): B -é5- +200 °C
Sperrschicht-Temperatur: 9 +200 °C
Lottemperatur: ' \‘); °C = s
BeO 5N 9625 Teil 2
Kennwerte bei 25°C (GIFTIG) BEACHTEN
Kollektor -Basis~Durchbrushspannungl 8V, 55 v le =. 50mA o
/(o//tk)‘ol'-fm//fef’Dér(héradp:pnnwj 5%‘-0 35 v " = 50mA 3, = °c
EmiHer-Basl'.f-l)ur:hbruchs,oannung BV,‘O 3,5 v IE = 4,0 mA
Grenzfrequenz: fr/tg Hz Ucg = V.Ic = Af= MHz
Gleichstrom-Verstérker-Faktor: B Uce = Viig = A
Wechselstrom-Verstarker-Faktor: he 20...200 Ue= 50V ic=100mAt= KHz
Koliektor-Séttigungsspannung: Ucgsar \ le = Alg = A
: Ucksat V]l = Alg = A
Basis-Sattigungsspannung: Ugksar v e = Alg = A
Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs pF Ucg = V,ig = Af= MHz
Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces pF Ugg = Vg = Af= MHz
Warme-Innenwiderstand: R 8,75°C/ W
Warmewiderstand: Ry °C/mW ,
Ausgangsleistung p.O. min. 35 W | Vs 24V,Pys 145N ;f=4F0MHz

“Transistor

N

Anzugs - Orehrmornent  fur Befestigungsmutter : 7 crmkp max

Ubrigeelektr. Werte nach

Zubehorteile

1 Befestigungsautter gehdrt zum Lieferuafang

Vorsicht : pieses Bauteil enthilt Berylliua-Oxid dessen Stawb giftig ist, Sofern die Beryllius-Oxid-Keranik
nicht beschidigt wird ist das Teil ungefahrlich.

Lieferart :

Schutzverpackt gegen Beschadigung



1.1.
1.1.1.
1.1.2.
-1.13.
1.14.

1.2.

1.2.1.
1.2.2.
1.23.
1.24.
1.2.5.
1.2.6.
1.27.
1.2.8.

1.3.
1.3.1.

1.3.2.
1.3.3.
1.34.
1.3.5.
1.3.6.

13.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1301
1.3.12

1.3.13
1.4

1.5

1.6

1.7

Eigenschaften
Mechanische Ausfiithrung

Transistor
npn-Silizium

N

Gehauseart: UNF ~8roadband,;
Gehausewerkstoff:
Gehauseoberfliche:
AnschiuBdrihte I6tbar vzin/vgol

Grenzwerte
Kollektor-Basis-Spannung:
Kollektor-Emitter-Spannung:
Emitter-Basis-Spannung:
Kollektorstrom:
Verlustleistung:
Temperaturbereich (Lagerung):
Sperrschicht-Temperatur:
Lottemperatur:

Kennwerte bei 25°C

Roliekior Basis~Ourchéruch spannung
Kollektor-Emi tter = Durchbruchspannun g
Emitter-8asis-Ourchbruchspannung
Grenzfrequenz:
Gleichstrom-Verstarker-Faktor:
Wechselstrom-Verstirker-Faktor:
Kollektor-Sattigungsspannung:

Basis-Sattigungsspannung:
Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat:
Emitter-Sperrschicht-Kapazitat:
Wiarme-Innenwiderstand:
Wiérmewid efstand‘:
Ausgangslesstung

Anzugs-Drehmoment far Bcfufiyun].:mu#er» :

Ubrige elektr. Wert nach

8,27¢
NfN Nicht fur ‘—9, ‘¢—-> 53
1,98max. 3
- 8/32UNC-2A
|
A B A
c B
t - wn
o
4 y e%, ‘ .
05l A
14min| B | o 127 3
—» S/; | I— 6,4 M2:1
Formel- Wert MeBbedingung
zeichen
Ucso 55V | 0= °C
Ucso 35 v | 8= oG
Ueso 35 V| o= °c
'C [ 210 A 00 = °C .
Pror 5 w |8 = 25°%
0, 65— +200 °C
9 +200 °C
th °C | t= s
BeQ 5N 9625 Teil 2
(GIFTIG)] BEACHTEN
51’&50 55 V le = 40mA .
BV g0 35 V|l = 50mAY, = °c )
visd 3{5 14 ,E = 'f,dmA
fy/fs ' Hz UCE = V. lC = At = MHz
B8 Ucg = V.ic = A
hre 20....200 Ug= 350V ic= 500mat= KHz
Ucksar v e = Alg = A
Ucksar v le = Alg = A
Uggsat Vil = Alg = A
Ccs pF Uca = Vv, 'E = At= MHz
Ces pF | Ugg = Vg = Af= MHzZ
R 5oc/r w
Rmu °C/mW
P.0. min. 20 W | U= 28V P= 60W, f= 47Miz
* Fembs max

Zubehirteile 1 Befestigungsautter gehdrt zua Lieferuafang

Vorsicht :

nicht beschidigt wird ist das Teil ungefdhriich.

Lieferart :

Schutzverpackt gegen Beschidigung

Dieses Bauteil enthilt Berylliun-Oxid dessen Staud giftig ist. Sofern die Beryllius-Oxid-Keramik




/" Transistor \

Anwendungscode

npn Silizium
0,406 4 5§

Gerdte|. Kiima-Kiesss [ _. - I = 2
Kiesas | n.DIN 4000 TRW nsoa |2 - §-32UNC 24-THD
KIEIEIE C 7366 . OFHC COPPER-HEAT
: PT6670 " Tome Lo w50
ERP-Ber. Nr.: - ' { | 73979 -
Detum : . ©
. e 1971 G : 3 SR
: \n S
% e TS A0 )
1 = T D
1. Eigenschaften t _Eﬂh S 1-5,
1.1. Mechanische Ausfihrung Y | 36831
———— ———
1.1.1.  Gehauseart: JEDEC70-129/DINSTRIP LINE 3462 2] ”
1.1.2. Gehausewerkstoff: 72 7005
1.1.3.  Gehauseoberfiiche: 44917 1) GroBtmasl
1.1.4.  AnschluBdrahte 16tbar vzin/vgol 36832 2) Kleinstmag
~ Formel- Wert ' MeBbedingung
12 Grenzwerte zeichen
1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucso 55 v fy= — °C
1.2.2.  Koliektor-Emitter-Spannung: Uczo 35 v fy= — °C
-1.23. Emitter-Basis-Spannung: Ueso 35 \" $, = — °C
1.24. Koliektorstrom: le 40 A fy= — °C
12.5. Verlustleistung: "Pior 30 W | 96= 25 °C
12.6. Temperaturbereich (Lagerung): s -68 bis 200 °C
1.2.7. Sperrschicht-Temperatur: 9 - 65 bis 200 °C
128. Lottemperatur: ol —_— °Cc ts —
4 BeO 5N 8625 Teil 2
1.3. Kennwerte bei 25°C ‘ (GIFTIG){ "BEACHTEN :
13.1.  Kollektor-Reststrom: lcao _— A Ueg =— V - - :
leso _ Al Ug=— V.g,= — °¢c ~
1.32. Emitter-Reststrom: IEBO —_— A UEB =z=— Y
1.33. Grenzfrequenz: f1/fg _— Hz Ug=— Vg = — At= —— MHz
1.3.4. Gleichstrom-Verstarker-Faktor: B 10 bis 100 Ucg=10 V,lc =700m A
1.3.5. Wechselstrom-Verstirker-Faktor: hie R Ug=— V.lc = — At= —— KHz
1.3.6. Kollektor-Sattigungsspannung: ~ Ucgsat —_— v le == Alg= — A
Uctsar —_— ¥ le =— A lg= — A
1.3.7. Basis-Sattigungsspannung: Usgeat —_— v e =— Alg= — A
1.3.8.  Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs £20 pf Ug=28 Vig= — Af= 1 MHz
1.3.9.  Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces _— pF Ugg=—— Ve = — Af= — MHz
1.3.10. Warme-innenwiderstand: Rmg 583 °C/' W
1.3.11. Warmewiderstand: Riny — °C/mwW
1.3.12 Ausgangsleistung Po 220 Wi Usg=2 V¢ z, P, =63W
1.3.13. Wirkungsgrad =60 % | Ucg=28 V, Pe’ W f ;500 MHz,
s ‘-," . Pb-ézw

1.6  Ubrige elektr. Werte nach TRM - Datemblatt .

1.8 Zubehorteile

1.6 Yorsicht : pjeses.Bauteil sathalt Berylliun-Oxid dessen Staub 4{Ttig*Tst, Sb¥ern digBeryll jun-Oxid- Keramii:
nicht beschiadigt wird ist das Teil ungefahriich.-

1.7 Lieferart:  gcpytzverpackt gegen Beschidigung



7 Transistor \

‘npn Silizium

Schutzverpackt gegen Beschadigung

.Anwendungecode 10406 L] 5 3
| NoNew | A7 - popal 557 8-32UNC 2A-THD
. C TR W ’ OFHC COPPER-HES
KtE|EIF PT66 90 Lesqn SINK STUD
‘ERP-Ber. Nr.: B ’ 13974 23
Datum : < £ 1 3 7 1 < § ~§ ]
it A Je sk
L 1 = @
1. Eigenschaften K -3 5‘
1.1. Mechanische Ausfiihrung g J@ﬂ - 1
1.1.1.  Geh&useart: JEDECT0-729/0IN STRI/P LINE 134629
1.1.2. Gehausewerkstoff: 727008
1.1.3.  Gehéuseoberfliche: 41917 7) 6rodtmad
1.1.4.  AnschluBdrihte I5tbar vzin/vgol 36834 2) Kleinstmas
Formet- Wert " MeBbedingung
1.2, Grenzwerte zeichen -
1.2.1.  Kollektor-Basis-Spannung: Ucso 60 \ = — °C
1.22.  Kollektor-Emitter-Spannung: Ucso 40 V| = — °C
1.2.3. Emitter-Basis-Spannung: Ueso 35 v fy= — °C
1.2.4. . Koilektorstrom: e Jo0 A 4, = — °C
1.2.5.  Verlustleistung: Piot 20 w 6= 25 °C
1.2.6. Temperaturbereich (Lagerung): ¥ - 65 bis 200 °C
1.27. Sperrschicht-Temperatur: % - 65 bHis 200 °C
1.2.8. Loéttemperatur: ™ - °C ts T
BeQO | 5N 9625 Teil 2.
13. Kennwerte bei 25°C (GIFTIG)] BEACHTEN
1.3.1.  Kollektor-Reststrom: lcso —_— A Ug=— YV o
lcso — A | Ugpg=— Vig,= °c
1.3.2. Emitter-Reststrom: lego J— A Ueg = v
1.3.3. Grenzfrequenz: tr/tg Hz Ug=— Vlc= — Af= —— MHz
1.34.  Gleichstrom-Verstarker-Fakior: B8 20 bis 150 Ug=170 V,ic =700m A
1.35. -Wechselstrom-Verstirker-Faktor: Pre L — Ug=— Vile= — Af= — KHz
1.3.8. Kollektor-Sattigungsspannung: Ucesar — Vil =— Alg= — A
Ucesat —_— Vv lec =— Alg= — A
13.7. Basis-Sattigungsspannung: Uggsat _ \Y e =— Alg= — A
1.3.8. Kollektor-Sperrschicht-Kapazitat: Ccs < 12 pF Ug=28 Vilg= —— Af= { MHz
1.3.9. Emitter-Sperrschicht-Kapazitat: Ces pF Ug=— Vile= — Af= __ MHz
1.3.10. Warme-innenwiderstand: Ring °C/mW
1.3.11. Warmewiderstand: Rinu —C/mW
14.12. Ausgangsieistung: Po 2 10 Wl Ug=28 V.t =500 MHz Ry =2W
1413 Wirkungsgrad 250 - % | Ucg= 28 V,Pg= 10 /WA,
1.5 Ubrige elektr. Werte nach TR¥ - Datenblatt
1.6 Zubehorteile
1.7 Vorsicht: Dieses.Bauteil.sathilt Beryllium-Oxid dessen Staub giftig ist.,Soferh, die GurylliwkeOxid-Rerasik
nicht beschadigt vird ist das Teil ungefahriich.
1.8 Lieferart :



Si-Uiode

Schottky - Diodenquartett

N

Anwendungscode HP GSCH1636 [4” 1”55{{)
Garate Khima-Kiasse ) _
Xizsse n OIN «0040 : . -
M lE |ElCc|. M Kathode gl:
EAP.Ber Nt ‘ . ' ' == 3{3
Oatym =1K=}
A NEBEE 2 T
: : 25,4 432 ——‘25 4 —ed
RE Eigenschaften A *" min. 3,81 *" min.
11 Mechanische Ausfuhrung:
111 Gehauseart JEDEC . /DIN -
112 Gehausewerkstoff-  Glas-
R 3 Gehauseoverflache .  —
1.14 - AnschluBdrahte |Gtbar verzinnt/vergoidet
R AU Formel- Wert
<12 7 Grenzwerte: . zeichen
121, . Sperrspannung. ... Lo e Ug . WV g =
.»"1 12."1 "Smtzer-’-Sperrspannung‘.:" ':':\:_; T 7 U S v . I
-i123.  StoBspannung: - I " Ugsrosns v 8, =
124  Richistrom/DurchiaBstrom: - lodig A .= — °C -
125 "DurchiaB Spitzenstrom: - lesp . A o= — °C :
126  Durchtal Strmmsto8 lesross —_ A o= — Ct= - ma
v 2 7 ';’o'riusllensluﬁ.g - 14 250 nw 0\, - 25 °Cc
128  Iemperaturbereich (Lagerung): 9, ~65...+4200 °C
123  Sperischichttemperatur: #, -05...+200 °C ]
1L rremyeratur. _ ] ) 7] 23 °C t= 5 &
] *3 . Xennwerte bei 25°C
13t  OurchlaBspannung : Ug bt 410 av y = 1aA
132  Sperrstrom. Iy hd 200 nA Urp= 50 V ,
Ie < 00 pA Ug= S0 V.0, =. 156 °C
133 Sperrwiderstand: Re - R Up= — v
134  Thermischer Widerstand: R - “C/mwW
138 . Kapazitt: C1 : 2 pF Ug= 0 VI = 1 mz
136  Gehsuse-Kapazitat: Co — pF e
137 Ruckwartserholzeit: t, — s lp = Aautly = ° A
1.3.8 Effekt. Minoritsts-Ladungstriger -
Lebensdaver : £ 10 opsec | = 5wA (Krakausr Methade)
1.3.9 Abweichung der Durchlaspannung ‘
(zwischen den Dioden des Quartetts) : Ug S B &Y I 0,5 bis 5mA
14 Ubrige elektr. Werte nach HP-Oatenblatt*Q%ﬂ (Diode M 5711 JAN)




Anwendungscode E

Kiama|  n Din 400k 19%2
H E J | G _N___

ERP-Ber. Nr.. . - :

Datum ~
1 Eigenschaften .
1.1 Mechanische Ausfuhrung:
1.1.1  Gehauseart. JEDEC /DIN
112 Gehadusewerkstoff: Kunststoff
113 Gehauseobertlache.
1.1.4. AnschiuBdrahte (6tbar verzinnt/vergoidet
1.2 Grenzwerte:
121 Sperrspannung:
122. Spitzen-Sperrspannung:
1.23 Stofispannung:
1.24. Richtstrom/Durchiafistrom:
12.5. DurchlaB-Spitzenstrom:
126. Durchia3-Stromsto8.:
1.27 Veriustiesstung:
128. Temperaturbereich (Lagerung):
1.29. Sperrscnichttemperatur:
12,10 Léttemperatur:
13. Kennwerte bei 25°C
1.3.1. Durchiaspannung :
1.3.2. Sperrstrom:
1.3.3. Sperrwiderstand:

} 134 Thermischer Widerstand:

1.3.5. Spen'sdsicm-xapaiitét:
13.8. Gehduse-Kapazitit:
13.7. Rickwirtserhoizeit:

Si- Diode

~N

{ \

SR

t L——LOM!N. PN

& \r[‘

.380 MAX.

@.:L

X
L 160 MAX DiA.

Formel- Wert Mefbedingung
zeichen
Ug v g = A B, = °C
Ugpsp 2000 V o = °C
Ugstoss v f},, = °Cc
1o/l 500 mA 9,= 50 °C
fesp 8 A g,=  °C
lEstoss . 2s A d,= 25 °C.t= 8,3 ms
P W8, = °c
B, -65 bis+165 °C
¥ 150 °C
E 245 °C t= 5 s
<
Ue =2,6 v lg = 500 mA
I 22 pA Ug =2000 V
I L0  pA Ug =2000 V.3, =100 °c
Ag — Q Uy = v
Rw —_— C/mW
C; pF Ug = Y.t = Hz
Co ” pF
t., =250 ns lg =500 mAautig=1 A
bei l!x =250 mA




Anwendungscode
Gerats Klima-Kiasse
Kissse n. DIN 40040
KX E|TF.
ERP-Ber. Nr¢.:
Datum -
Polaritdtskennzeichen aufgestempelt
1. Eigenschaiten ) ~
1.1, Mechanische Ausfiihrung: .
1.1.1. Gehauseart: JEDEC DIN Typ URsp
1.12. Gehausewerkstoff: - Kurnststoff RK S500A 5KV
1.1.3. Gehauseoberflache: i
1.1.4. AnschluBdrahte I6tbar verzinnt/vergoldet RK_600A 6kV
Fo.rmel- Wert o MeBbedingung
1.2, Grenzwerte: zeichen
1.2.1. Sperrspannung: Ug : v IR = — Ad,=. — °C
1.22. Spitzen-Sperrspannung: Ugsp siehe Tabelle = — °C ,
1.2.3. StoBspannung: Ugsioss — Vv 9= — °C '
1.2.4. DurchlaBstrom : : I 150 mA  |4,= S50 °C
1.2.5. DurchlaB-Spitzenstrom: ’ Igsp . — A 9,= — °C
1.2.6. DurchiaB-StromsioB: Iestoss 3 A _|B,= — °C.t= period. ms
1.2.7.  Verlustleistung: P — W = — °C
1.2.8. Temperaturbereich (Lagerung): 05 — 65 bis 150°C :
1.2.9.  Sperrschichlitemperatur: i - 65 bis150°C
1.2.10. Léttemperatur: C O 245 °C t= 5 s
1.3. Kennwerte bei 25°C
1.3.1.  DurchiaBspannung : ] Ug £78 -V Ig =150m A
1.32. Sperrstrom: o T g €2 UuA Upg= 5§ kV - 25 °C
e £ 100 uA Up= 5 kV, = 700 °C
1.3.3. Sperrwiderstand: : Rp R Ug = v
1.3.4.  Thermischer Widerstand: R °C/mW
1.3.5. Sperrschicht-Kapazitat: G; — T PF Up= — VI = Hz
1.3.6. Gehause-Kapazitat: Ceo —_ pF :
13.7.  Ruckwartserholzeit: ter £200 nNs I =075 Aauflg= 03 A
: ' gemessenn bei 75 mA

14. Ubrige elektr.Werte nach £D/ - Datenblatt

1.5. Zubehadrtelle

2. Hinweis: *) Nur zur Verwendung in Aufbauten . die nachtraglich it
Kunststoff vergossen werder .



